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L'influence des structures de bord de marche sur les propriétés électroniques des 

nanorubans de taille généralement inférieure à 10 nm, est un problème clé pour leur mise en 

œuvre dans les futurs nano-dispositifs. En effet, les états électroniques et la diffusion des 

électrons près des bords de marche peuvent fortement modifier le transport des électrons dans 

les nanorubans. Bien que la diffusion des électrons au niveau des défauts a été étudiée à 

l'échelle atomique depuis de nombreuses années [1-3], la diffusion des électrons au niveau 

des bords de marche est crucial si nous voulons optimiser la structure des nanorubans. Une 

modulation périodique importante de la densité d'états a été observée dans les images de 

microscopie à effet tunnel des nanorubans silicene sur des surfaces d’Au(110) [4] et 

d’Ag(110) [5]. Celle-ci rappel fortement d'études récentes à l'échelle atomique des bords de 

marche de graphène mono-feuillé [6] où un confinement spécifique de la diffusion des 

électrons a été révélé. Les bords de marche du graphène, des interférences quantiques sont 

dus à la localisation de la densité d'états sur le réseau atomique du graphène. La forme exacte 

de chaque motif d'interférence quantique dépend de la structure du bord de marche et non sur 

l'énergie des électrons. Dans les nanorubans de silicène, nous allons considérer les différentes 

contributions électroniques et structurelles à la densité électronique observée. 
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